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【はじめに】酸化亜鉛 (ZnO)は、透明電極や LED等の電子材料への応用が期待されている。ウル
ツ鉱型結晶である ZnOは、c軸方向に極性を有しており、その極性制御は化学的応用、または電
子デバイスへ適用する上で重要である。我々は、特性を左右する要因の 1つとして、ZnO薄膜の
極性に注目し、無添加 ZnO薄膜の極性が容易に制御可能であることを報告した。1,2　極性制御法
の確立に加えて、電気特性や電子状態、欠陥状態について詳細に検討し、それらに関する極性依
存性を見出したので報告する。

【実験方法】無添加 ZnO薄膜成長には、高周波 (RF)マグネトロンスパッタリング法を採用した。
ターゲットには ZnO焼結体 (純度 99.99%)、基板にはシリコン基板および石英ガラス基板を用い
た。スパッタリング圧はAr 1 Pa、RF出力を 40 Wとし、基板温度 500◦Cで成膜を行った。成膜
時において、±15 Vの範囲で基板電圧 (V sub)を印加し、1時間成膜を行った。評価には、X線回
折 (XRD)、光電子分光 (XPS)、フォトルミネッセンス (PL)、原子間力顕微鏡（AFM）、電流－電
圧（I -V）、電気容量－電圧（C -V）、等温容量過渡分光（DLTS）測定を用いた。
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図 1: シリコン基板上に基板電圧
（V sub）を印加して成膜した ZnO薄
膜の価電子帯 XPS とスペクトル。
+15Vで亜鉛面、-15Vで酸素面成長
した。

【結果】全ての試料において、XRD 測定では (00l)ピーク
のみ観察され、c軸成長した ZnO薄膜であることを確認し
た。正負のV subを印加した ZnO薄膜の価電子帯XPSスペ
クトルを Fig. 1に示す。結合エネルギーが 4 - 5 eV付近の
ピーク強度が著しく異なることを指標に、+15 Vで亜鉛面
成長、-15 Vで酸素面成長することを見出した．この結果は、
既存論文 2と一致した。XRD評価での格子定数や I -V 特性
に変化が見られ、ZnO/Si接合の欠陥状態が異なることを示
唆している。これらの結果は、ZnO薄膜の極性が接合物性
を大きく左右する要因であることを示している。
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